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１．概要（Summary） 

本研究は複数のカンチレバー式変位計を一体とした機

械加工平面測定用の MEMS 変位計デバイスの試作を

行うものである．今年度は真直形状測定用デバイスと，平

面形状測定用デバイスの製作及び使用ウェハ・プロセス

の変更による製作精度改善を行った． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ CVD，両面マスクアライナ，スピンコーター，イ

オン注入装置，リアクティブイオンエッチャー，拡散炉，ド

ラフトチャンバー，ボンディング装置 

【実験方法】 

デバイス製作は①応力検出部・回路製作プロセス，②

回路保護膜作製プロセス，③結晶異方性エッチングによ

る探針製作プロセス，④Deep-RIE による外形打ち抜きプ

ロセスの流れで行った． 

このデバイスは高さ 250μm の探針を長時間のエッ

チングで製作するが，この際に保護用のシリコン酸化

膜の欠陥からエッチング液が浸入し，既に製作した回

路を損傷する問題があった．そこで，回路を Al から，

真空蒸着による Au/Cr へ変更し，さらに P-CVD を用い

た Si 窒化膜の堆積プロセスの追加を行った．また， SOI

ウエハを採用し，中間の酸化膜層でエッチングが停止す

ることを利用してエッチング深さの制御を行った．これによ

り，計測デバイスとして重要な寸法精度改善を試みた． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に回路保護プロセス変更前後のピエゾ抵抗体部

の写真を示す．変更前 a) にて見られた損傷が変更後 b) 

では解消したことから回路保護プロセス変更の有効性を

確認した． 

SOI ウエハを用いてデバイスを製作し，バルクのシリコ

ンウエハで製作した場合との比較を行った．その結果，同

一ウエハ上の複数の探針間，ならびに，異なるウエハ間で

も探針高さのばらつきが減少していることを確認し，SOI ウ

エハ導入は本デバイスに要求される寸法精度の確保に有

効であるとの結論を得た． 

 

 

 

a) Before improvement, damaged 

 
b) After improvement, no damage 

Fig.1 Photo of piezo resistance gauge 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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